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Pt 膜の薄膜化による量子サイズ効果が理論および実験から研究されている[1,2]。

我々は、Pt 薄膜を応用したスピントロニクス素子の研究を行っている。本研究では、

Pt 薄膜（膜厚：数 nm から 10nm 程度）に電界効果を作用させ、その応答特性を評価

した。 

試料として、Si/SiO2 基板の SiO2 表面に電子線蒸着法によりソースおよびドレイン

電極として Au 膜を成膜した。電極を成膜した基板へ、スピンコータによりレジスト

を塗布し、ベーキングを行った後、フォトリソグラフィー法によりパターニングを行

った。パターニングした基板へ、スパッタリング法により Au 電極間にチャネルとし

て Pt 薄膜を成膜した。Pt 薄膜の成膜後、レジストのリフトオフを行った。試料の電

界効果応答特性は、パラメータアナライザーにより評価を行った。 
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